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酸化物半導体は、水分解光触媒としてその安定性や物性を幅広く制御できることから重要な材

料である[1]。バンド・ギャップや電気伝導性といったバルク物性の制御に加え、水溶液/酸化物界

面のバンド端位置は水分解効率を支配する重要なパラメータである。バンド端位置は、光触媒半

導体の水素（酸素）発生の熱力学的限界を規定し、半導体内で光生成した電子とホールの空間的

な分離を決める[2]。しかし、一般的にバンド端位置は材料固有の電子親和力によって決まるため、

バルク物性と独立に変調することは困難とされてきた[3]。そこで我々は、古典電磁気学の原理に

基づき、固体酸化物界面で開発された界面双極子の手法[4]を水溶液界面に応用することで、酸化

物水分解光触媒のバンド端位置の制御を試みた。

界面双極子層(LaAlO3)を(001)配向した Nb ドープ SrTiO3 (Nb:SrTiO3、Nb 0.01 wt. %) 単結晶に堆

積し、保護層として 2 nm の SrTiO3層をエピタキシャル成長させた SrTiO3/LaAlO3/Nb:SrTiO3 (001)

ヘテロ構造をパルス・レーザ堆積法により作製した。塩基性溶液中で電気化学測定を行い、約 1 nm

の双極子層を挿入した構造において、フラットバンド電位を 1.3 V を超える範囲でシフトさせる

ことに成功した[5]。この変調幅は酸化物半導体に限らず、これまで報告されてきた有機物や無機

イオンを用いた表面化学修飾による水溶液/半導体界面バンド端位置の変調域をはるかに凌駕す

る。これまで、水分解光触媒の開発の障害となっていたバンド端位置をバルク物性と独立に制御

する本手法は、水分解光触媒デバイスの新たな設計指針を与えるものとして期待できる。ヘテロ

構造の作製及び光電気化学測定の詳細については当日議論する。
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